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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包含：
一基底，具有快閃記憶體區和邏輯元件區；

至少一邏輯電晶體，設置於該邏輯元件區內；以及

至少一快閃記憶體電晶體設置於該快閃記憶體區內，其中，該至少一快閃記憶體電晶體

包含：

一金屬選擇閘極，具有兩個相對側壁；

分別設置在該金屬選擇閘極的該兩個相對側壁上的兩個記憶體閘極；以及

兩個電荷儲存結構，分別設置於該兩個記憶體閘極與該基底之間，其中，各該兩個電荷

儲存結構皆具有 L形輪廓；
其中，該金屬選擇閘極包含一高介電常數閘極介電層，該高介電常數閘極介電層與該兩

個電荷儲存結構直接接觸。

2.　如請求項 1所述的半導體元件，其中，該至少一邏輯電晶體包含一金屬閘極。
3.　如請求項 2所述的半導體元件，其中，該金屬閘極和該金屬選擇閘極具有相同的閘極結
構。

4.　如請求項 2所述的半導體元件，其中，該金屬閘極和該金屬選擇閘極均包含一導電閘
極。

5.　如請求項 2所述的半導體元件，其中，該金屬閘極的頂面與該金屬選擇閘極的頂面齊平
共面。

6.　如請求項 1所述的半導體元件，其中，另包含：
一介電層，設置於該基底上並覆蓋該金屬選擇閘極。

7.　如請求項 1所述的半導體元件，其中，該兩個電荷儲存結構均包含氧化物-氮化物-氧化
物(ONO)儲存結構。
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8.　如請求項 6所述的半導體元件，其中，各該兩個電荷儲存結構包含一側表面，且該介電
層與該側表面直接接觸。

9.　如請求項 1所述的半導體元件，其中，該兩個記憶體閘極是多晶矽閘極。
10.   如請求項 1所述的半導體元件，其中，另包含：

兩個源/汲極摻雜區，設於該基底中，分別與該兩個記憶體閘極相鄰。
11.   一種形成半導體元件的方法，包含：

提供具有快閃記憶體區和邏輯元件區的基底；

在該邏輯元件區域中形成至少一邏輯電晶體；以及

在該快閃記憶體區域中形成至少一快閃記憶體電晶體，其中，該至少一快閃記憶體電晶

體包含：

一金屬選擇閘極，具有兩個相對側壁；

分別設置在該金屬選擇閘極的該兩個相對側壁上的兩個記憶體閘極；以及

兩個電荷儲存結構，分別設置於該兩個記憶體閘極與該基底之間，其中，各該兩個電荷

儲存結構皆具有 L形輪廓；
其中，該金屬選擇閘極包含一高介電常數閘極介電層，該高介電常數閘極介電層與該兩

個電荷儲存結構直接接觸。

12.   如請求項 11所述的方法，其中，該至少一邏輯電晶體包含一金屬閘極。
13.   如請求項 12所述的方法，其中，該金屬閘極和該金屬選擇閘極具有相同的閘極結構。
14.   如請求項 12所述的方法，其中，該金屬閘極和該金屬選擇閘極均包含一導電閘極。
15.   如請求項 12所述的方法，其中，該金屬閘極的頂面與該金屬選擇閘極的頂面齊平共面。
16.   如請求項 11所述的方法，其中，另包含：

形成一介電層，設置於該基底上並覆蓋該金屬選擇閘極。

17.   如請求項 11所述的方法，其中，該兩個電荷儲存結構均包含氧化物-氮化物-氧化物(ONO)
儲存結構。

18.   如請求項 16所述的方法，其中，各該兩個電荷儲存結構包含一側表面，且該介電層與該
側表面直接接觸。

19.   如請求項 11所述的方法，其中，該兩個記憶體閘極是多晶矽閘極。
20.   如請求項 11所述的方法，其中，另包含：

在該基底中形成兩個源/汲極摻雜區，分別與該兩個記憶體閘極相鄰。
圖式簡單說明

圖 1至圖 6為根據本發明實施例所繪示的製作半導體元件的方法示意圖。
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